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Al1-xInxN 混晶は In 組成 17%近傍で GaN と a 軸格子整合する特徴から GaN 系光電子デバイスへの

応用が期待されており、実際に導電性 Al0.82In0.18N /GaN 分布ブラッグ反射鏡を搭載した面発光レ

ーザーの室温連続発振が報告された。[1] 光素子の実用化に向けて Al1-xInxN 混晶の光物性制御は

重要な課題の一つと考えられる。これまで分光エリプソメトリー(SE)により Al1-xInxN 混晶の光学

定数やバンドギャップ(Eg)の解析がなされているが、高品質結晶の作製が困難なことからその多く

は非晶質で使用される Tauc-Lorentz(T-L)モデルを用いている。[2, 3] そこで今回我々は GaN 等の

ウルツ鉱結晶で使用されるAdachi’s Critical Point (ACP)モデルとT-LモデルによりAl1-xInxN混晶の

SE スペクトルを解析し、得られた光学定数および Egの誘電関数モデル依存性について検証した。 

測定試料は c 面自立 GaN 基板上に成長した Al1-xInxN 混晶(x = 0.12, 0.17, 0.22。膜厚 100 nm)であ

り、いずれの試料も GaN 基板上にコヒーレントに積層されている。[3, 4] ACP モデルでは、測定

困難な 6 eV 以降での光学遷移過程を一つの振動子に近似して解析した。図 1 に示すように屈折率

のエネルギー分散関係にモデルによる大きな差はみられなかった。図 2 に反射スペクトルを示す。

ACP モデルより得られた Eg は、反射スペクトルの光学干渉が消失するエネルギーと近い値であっ

た（図中矢印）。一方、図 3 に示すように T-L 系のモデルにより報告されている Egは ACP モデルで

得た値よりも小さい傾向にある。これは T-L モデルで Egを導出する際の Tauc プロットの解析範囲

により、見積もられる Egの値が大きく変化するためと考えられる。 

 
図 1 Al1-xInxN 混晶の屈折率分散.     図 2 各試料の反射スペクトル.      図 3 Eg の In 組成依存性. 
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